Программа экзамена по дисциплине

«Система визуального программирования»

«7М06201 –Физические процессы наноэлектроники и оптоэлектроники», 
1 курс, магистранты  р/о. 

Количество студентов – 8
тип экзамена

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (традиционный) ответы на вопросы Система Univer
Форма проведения экзамена: Письменный 

Вид экзамена: Традиционный, ответы на вопросы
регламент

экзамен проводится по расписанию, вкладка «Расписание экзаменов».

Объем – 2 часа на 3 вопроса. Общая база вопросов содержит от 15 до 45 вопросов согласно кредитам дисциплины. Вопросы загружаются в вопросник в ИС Univer, где преподавателем привязываются к группам.

Допускается использования Paint и др. программных пакетов по рекомендации преподавателя (преподавателям необходимо подать соответствующее прошение на включение программных средств в список разрешенных. Сдается на кафедру).

Экзаменатор оценивает соответствие ответов студента вопросам билета.

Экзаменатор закрывает аттестационную ведомость в ИС Univer, в течении 48 часов с момента завершения письменного экзамена.

                                          Правила и критерии оценки
	Политика оценивания и аттестации
	Суммативное оценивание: 

Итоговая оценка 

Ответы на:

Вопрос 1 + Вопрос 2 + Вопрос 3 =  100 %

Согласно приведенного ниже соотношения 

95 – 100%: A     90 – 94%: A-

85 – 89%: B+     80 – 84%: B     75 – 79%: B-

70 – 74%: C+      65 – 69%: C    60 – 64%: C-

55 – 59%: D+      50 – 54%: D-   0 – 49%: F


Список рекомендуемой литературы
Литература: Основная 
1. Игнатов А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника: Учебное пособие.— СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 544 с.  

2. Roy A., Chini T. K., Satpati B. A simple method of growing endotaxial silver nanostructures on silicon for applications in surface enhanced Raman scattering (SERS) //Applied Surface Science. – 2020. – Vol. 501. – P. 144225.

      3. Van Nguyen T. et al. Improvement of SERS for detection of ultra-low concentration of methyl nanostructured silicon decorated with Ag nanoparticles //Optik. – 2021. – Vol. 231. – P. 16643.
                 4.    Dikhanbayev K.K., Bondarev A.I., Ikramova S.B., Shabdan E. Electrical properties of silicon nanowires   under ammonia adsorption conditions //Eurasian Physical Technical Journal. – 2020. -Vol.17. -No.1(33). -P.54-58.
5. Zhanabaev Z.Zh., Ikramova S.B., Tileu A.O., Turlykozhaeva D.A. Width of energy band gap of nanoporous semiconductor films. Eurasian Physical Technical Journal. -2020. -Vol.17. -No.2 (34). -P.39-44.

Дополнительная

1. Прикладная оптоэлектроника/ О. Н. Ермаков.- М.: Техносфера, 2004.- 414

2. Sekerbayev, K.S., Taurbayev, Y.T., Saraeva, I.N., Ionin, A.A., Timoshenko, V.Y. Acceleration of the Decay of Excitons in an Organometallic Perovskite Film on the Crystalline Silicon Surface //JETP Letters. – 2019. – V. 110. – N. 9. – P. 592-594.
3.  B.A. Khaniyev, Y. Sagidolda, K.K. Dikhanbayev, A.O. Tileu, M.K. Ibraimov. High sensitive NH3 sensor based on electrochemically etched porous silicon. // Cogent Engineering.   2020. doi.org/10.1080/23311916.1810880.
. 

Список основных тем экзаменационных вопросов

1. Перечислите параметры исходной пластины кремния, на которой формируются низкоразмерные структуры. 

2. Почему кремний является основным материалом современной опто- и наноэлектроники? 

3. Какие причины сдерживают использование монокристаллического кремния в оптоэлектронике? 

4.  Перечислите основные закономерности функция видности.

5. Что такой телесный угол, как определить световой поток и освещенность света механический эквивалент света.

6. Что такое сила света и яркость света. Как определить их значении, а также их единицы измерений. 

7. Какой состав электролита используется при формировании низкоразмерного кремния (пористого кремния)? 

8. Как объяснить Квантово-размерный эффект?

9. Присутствие носителей заряда какого знака необходимо для получения низкоразмерного кремния? 

10. Что такие квантовые ямы, квантовые нити и квантовые точки. Как их обозначают.

11. Какой потенциал подается на кремниевый образец при электрохимической травлении (анодирование)? 

12. Что такие оптические волноводы, применение?

13. Оптические отражения. Формула Отражения. Перечислите материалы для антиотражающего покрытия.

14. Что произойдет, если плотность тока на кремниевом образце превысит критическую? 

10. Методы формирование наноструктур.             

11. Как классифицируется пористый кремний по размеру пор?

12. Экситонные и биэкситонные спектры.

13. Оптические поглощение света. Формула определение коэффициента поглощения.

14. Применение наноструктурированных материалов в оптоэлектронике. 

15. Как измерить толщину нанопористого слоя

16. В оптоэлектронике сдерживает непрямозонности кремния и невозможность использования в светодиодах почему? 

17 Оптические пропускания света. Формула определение коэффициента пропускания света.

18 Методы выращивания наноструктур.

19. Назовите прямозонные и непрямозонные полупроводники.

20. Назовите все известные полупроводники и чему равна их ширины запрещенной зоны.

21. Как обозначают полупроводники р и n- типа проводимости в зонной диаграмме.
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